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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】積層リードレスキャリアパッケージは半導
体チップを有し、このチップは、これを支持する基板に
おけるくぼみ領域の縁部に実装されている。基板は、複
数の導電層及び誘電層と、光電子チップに結合されたワ
イヤボンドと、基板の上面の上に位置付けられたワイヤ
ボンドパッドと、を有する。カプセル化封止は、レーザ
チップ、ワイヤボンド、及びくぼみ領域を含む基板の上
面の少なくとも一部を覆う。カプセル化封止は光学的に
透明な石英材料である。パッケージはサイドルッカー及
び／又はトップルッカーとして実装されるように構成さ
れている。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　積層リードレスキャリアパッケージであって、
　半導体レーザチップと、
　前記半導体レーザチップを支持する基板であって、積層された複数の導電層及び誘電層
と、前記基板の縁部にくぼんで配置された縁部くぼみ領域と、を備え、前記縁部くぼみ領
域に隣接して前記半導体レーザチップが実装される、基板と、
　前記基板の上面の上に位置付けられたワイヤボンドパッドと、
　前記半導体レーザチップ及び前記ワイヤボンドパッドに結合されたワイヤボンドと、
　前記半導体レーザチップ、前記縁部くぼみ領域、前記ワイヤボンド、及び前記基板の前
記上面の少なくとも一部を覆うカプセル化封止であって、成形材料であるカプセル化封止
と、
を備える、積層リードレスキャリアパッケージ。
【請求項２】
　前記半導体レーザチップが端面発光レーザである、請求項１に記載の積層リードレスキ
ャリアパッケージ。
【請求項３】
　前記積層リードレスキャリアパッケージが、プリント回路基板上にサイドルッカー構成
で実装されるように構成され、前記半導体レーザチップのアクティブエリアが前記プリン
ト回路基板に垂直である、請求項２に記載の積層リードレスキャリアパッケージ。
【請求項４】
　前記積層リードレスキャリアパッケージが、プリント回路基板上にトップルッカー構成
で実装されるように構成され、前記半導体レーザチップのアクティブエリアが前記プリン
ト回路基板に平行である、請求項２に記載の積層リードレスキャリアパッケージ。
【請求項５】
　前記複数の導電層及び誘電層が、下部導電層と、上部導電層と、前記上部及び下部導電
層間の誘電層と、を備える、請求項１に記載の積層リードレスキャリアパッケージ。
【請求項６】
　前記上部導電層と前記下部導電層との間の電気的接続及び熱導管を与える複数の導電バ
イアを更に備える、請求項５に記載の積層リードレスキャリアパッケージ。
【請求項７】
　前記成形材料が光学的に透明である、請求項１に記載の積層リードレスキャリアパッケ
ージ。
【請求項８】
　積層リードレスキャリアパッケージであって、
　半導体レーザチップと、
　前記半導体レーザチップを支持する基板であって、積層された複数の導電層及び誘電層
と、前記基板の縁部におけるくぼみ内に配置された縁部くぼみ領域と、を備え、前記縁部
くぼみ領域に隣接して前記半導体レーザチップが実装される、基板と、
　前記基板の上面の上に位置付けられたワイヤボンドパッドと、
　前記光電子チップ及び前記ワイヤボンドパッドに結合されたワイヤボンドと、
　前記光電子チップ、前記ワイヤボンド、及び前記基板の前記上面の少なくとも一部を覆
うカプセル化封止であって、成形材料であるカプセル化封止と、
を備え、前記積層リードレスキャリアパッケージが、前記光電子チップのアクティブエリ
アがプリント回路基板に垂直である前記プリント回路基板上のサイドルッカー構成、及び
前記光電子チップの前記アクティブエリアがプリント回路基板に平行である前記プリント
回路基板上のトップルッカー構成から成る群からの構成で実装されるように構成されてい
る、積層リードレスキャリアパッケージ。
【請求項９】
　複数の積層リードレス半導体レーザキャリアパッケージを製造するための方法であって
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、
　基板を準備するステップであって、
　　前記基板に複数のくぼみ領域を形成することと、
　　上部導電層と、下部導電層と、前記上部及び下部導電層間の誘電層と、を積層するこ
とであって、前記上部導電層が、ダイ取り付けパッド、ワイヤボンドパッド、及び２つの
スロットバイアを備える、ことと、
を備える、ステップと、
　前記ダイ取り付けパッドにエポキシ接着剤を塗布するステップと、
　前記ダイ取り付けパッド上に半導体レーザチップを搭載するステップと、
　ワイヤボンドを用いて前記ワイヤボンドパッドに前記半導体レーザチップをワイヤボン
ディングするステップと、
　成形材料を成形して、前記複数のくぼみ領域を充填すると共に前記光電子チップ、前記
ワイヤボンド、及び前記基板の上面の少なくとも一部を覆うカプセル化封止を形成するス
テップと、
　前記基板を個別の積層リードレスキャリアパッケージにダイシングするステップと、
を備える、方法。
【請求項１０】
　前記基板を準備するステップが、前記上部導電層と前記下部導電層との間の電気的接続
及び熱導管を与える複数の導電バイアを準備するステップを更に備える、請求項９に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記基板を準備するステップが、前記上部導電層をプリント回路基板上の実装パッドに
はんだ付けするための前記上部導電層上の複数のスロットバイアを設けることを更に備え
る、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記成形材料を成形するステップが、前記ワイヤボンド又は前記半導体レーザチップに
高い応力を与えない、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記成形材料を成形するステップが、前記カプセル化封止の上面を平坦な表面として成
形することを更に備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記成形材料を成形するステップが、サイドルッカーとして実装された場合に前記半導
体レーザパッケージを安定化させるための基部を成形することを更に備える、請求項９に
記載の方法。
【請求項１５】
　前記複数のくぼみ領域を充填する前記成形材料を研磨するステップを更に備える、請求
項９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記複数のくぼみ領域が少なくとも１つの行に配置され、前記ダイシングの完了前に前
記複数のくぼみ領域が前記少なくとも１つの行に配置されている間に前記研磨が実行され
る、請求項１５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は回路コンポーネントに関し、更に特定すれば半導体レーザチップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　表面実装技術（ＳＭＴ：surface mount technology）は、電子回路を構築するために用
いられるものであり、プリント回路基板（ＰＣＢ）の表面上に直接コンポーネント（表面
実装コンポーネント／ＳＭＣ）が搭載される。そのように生成された電子デバイスは表面
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実装部品（ＳＭＤ：surface mount device）と呼ばれる。ＳＭＴは、回路基板のホール内
にワイヤリードを挿入してコンポーネントを装着するスルーホール技術構築方法の大部分
に取って代わっている。
【０００３】
　ＳＭＴコンポーネントは通常、スルーホール・コンポーネントに比べ、リードが小さい
か又はリードを全く有しないので小型である。ＳＭＴは、コンポーネントのボディ上に、
様々な形式の短いピン又はリード、平坦なコンタクト、はんだボール（ＢＧＡ）の行列、
又は終端を有する場合がある。
【０００４】
　端面発光レーザ（edge emitting laser）は、実装表面に対して直角な方向に極めて急
速に広がるビームを有する。端面発光レーザは、メインドライバ基板に対して垂直にレー
ザを方向付けるリードを有するパッケージ内に搭載することができる。パッケージは、パ
ッケージベースのリードフレーム又は基台の縁部に配置されたレーザを保護するためのウ
ィンドウキャップ又はカプセル化封止（encapsulation）を有しなければならない。メイ
ンドライバ基板上に直接、又はＰＣＢ、セラミックもしくは他の基板とすることができメ
インドライバ基板上に搭載される二次基板上等、大きい平坦な表面上に実装された場合、
ビームの少なくとも一部が表面と交差することがある。この制約を克服するため、端面発
光レーザは、多くの場合ドライバ基板又は二次基板の縁部に搭載され、レーザの縁部がこ
れらの基板の縁部に隣接するか又はほぼ隣接するので、ビームが基板の外側の領域に広が
るようになっている。かかる構成はいくつかの欠点を有する。例えば、レーザ面は典型的
に、様々な感度の中でもとりわけ汚染及び湿度に対する感度が高く、基板の縁部に近接す
ると面の脆弱性が高くなる恐れがある。更に、基板の縁部にレーザを位置付ける必要性の
ために基板設計の柔軟性が制限され、例えば積層リードレスキャリア（ＬＬＣ：laminate
 leadless carrier）等のチップキャリアのようないくつかのパッケージングの選択肢が
実用不可能になることがある。積層リードレスキャリアは、プリント回路基板に接触する
平坦な金属パッドを用いる。パッケージの外部に延出するピンは存在せず、プリント回路
基板上に直接実装することができる。積層リードレスキャリアは、積層された多層の導電
層及び誘電層を含む。
【０００５】
　ＳＭＴは、製造及び回路レイアウトにおいて利点を有するが、ＳＭＴレーザでは、半導
体端面発光レーザチップの制約によって問題が生じる。表面実装パッケージの縁部に半導
体レーザチップを位置付けることに関するロジスティックな問題の他に、放熱に関する検
討事項が表面実装特性と相反することがある。特に、ＳＭＴでは一般に、半導体レーザチ
ップによって発生した熱を、例えばヒートシンク又は対流法を用いて更に放散することが
できるパッケージの表面へと伝えることが難しい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、上述の欠点のいくつか又は全てを克服することが業界において求められている
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施形態は、基板上に成形された半導体レーザ及びこれを製造するための方法
を提供する。簡単に述べると、本発明は、積層リードレスキャリアパッケージを対象とす
る。パッケージは、半導体レーザチップ及びこの半導体レーザチップを支持する基板を含
む。基板は、積層された複数の導電層及び誘電層と、基板の縁部にくぼんで配置された縁
部くぼみ領域と、を有し、縁部くぼみ領域に隣接して半導体レーザチップが実装される。
パッケージは更に、基板の上面の上に位置付けられたワイヤボンドパッドと、半導体レー
ザチップ及びワイヤボンドパッドに結合されたワイヤボンドと、半導体レーザチップ、縁
部くぼみ領域、ワイヤボンド、及び基板の上面の少なくとも一部を覆うカプセル化封止で
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あって、成形材料であるカプセル化封止と、を含む。
【０００８】
　半導体レーザチップは端面発光レーザとすることができる。積層リードレスキャリアパ
ッケージは、プリント回路基板上にサイドルッカー構成で実装されるように構成すること
ができ、半導体レーザチップのアクティブエリアはプリント回路基板に垂直である。又は
、積層リードレスキャリアパッケージは、プリント回路基板上にトップルッカー構成で実
装されるように構成することができ、半導体レーザチップのアクティブエリアはプリント
回路基板に平行である。複数の導電層及び誘電層は、下部導電層と、上部導電層と、上部
及び下部導電層間の誘電層と、を含むことができる。パッケージは更に、上部導電層と下
部導電層との間の電気的接続及び熱導管を与える複数の導電バイアを含むことができる。
成形材料は光学的に透明である。
【０００９】
　アーキテクチャにおいて簡単に述べると、本発明の第２の態様は、半導体レーザチップ
及びこの半導体レーザチップを支持する基板を含む積層リードレスキャリアパッケージを
対象とする。基板は、積層された複数の導電層及び誘電層と、基板の縁部におけるくぼみ
内に配置された縁部くぼみ領域と、を有し、縁部くぼみ領域に隣接して半導体レーザチッ
プが実装される。パッケージは、基板の上面の上に位置付けられたワイヤボンドパッドと
、光電子チップ及びワイヤボンドパッドに結合されたワイヤボンドと、光電子チップ、ワ
イヤボンド、及び基板の上面の少なくとも一部を覆うカプセル化封止と、を含む。カプセ
ル化封止は成形材料である。積層リードレスキャリアパッケージは、光電子チップのアク
ティブエリアがプリント回路基板に垂直であるプリント回路基板上のサイドルッカー（a 
side-looker）構成、及び光電子チップのアクティブエリアがプリント回路基板に平行で
あるプリント回路基板上のトップルッカー（a top-looker）構成から成る群からの構成で
実装されるように構成されている。
【００１０】
　簡単に述べると、本発明の第３の態様は、複数の積層リードレス半導体レーザキャリア
パッケージを製造するための方法を対象とする。この方法は、基板を準備するステップを
含み、このステップは、基板に複数のくぼみ領域を形成することと、上部導電層と、下部
導電層と、上部及び下部導電層間の誘電層と、を積層することであって、上部導電層が、
ダイ取り付けパッド、ワイヤボンドパッド、及び２つのスロットバイアを含むことと、を
含む。他のステップは、ダイ取り付けパッドにエポキシ接着剤を塗布するステップと、ダ
イ取り付けパッド上に半導体レーザチップを搭載するステップと、ワイヤボンドを用いて
ワイヤボンドパッドに半導体レーザチップをワイヤボンディングするステップと、成形材
料を成形して、複数のくぼみ領域を充填すると共に光電子チップ、ワイヤボンド、及び基
板の上面の少なくとも一部を覆うカプセル化封止を形成するステップと、基板を個別の積
層リードレスキャリアパッケージにダイシングするステップと、を含む。
【００１１】
　第３の態様は、上部導電層と下部導電層との間の電気的接続及び熱導管を与える複数の
導電バイアを準備することを更に含むことができる。また、第３の態様は、複数のくぼみ
領域を充填する成形材料を研磨するステップを更に含むことができる。複数のくぼみ領域
は少なくとも１つの行に配置することができ、ダイシングの完了前に複数のくぼみ領域が
行に配置されている間に研磨を実行することができる。
【００１２】
　本発明の他のシステム、方法、及び特性は、以下の図面及び詳細な説明を考察すること
で当業者には明らかとなろう。全てのそのようなシステム、方法、及び特性は、この説明
に含まれ、本発明の範囲内であり、添付図面によって保護されることが意図される。
【００１３】
　添付図面は本発明をいっそう理解するために含まれ、本明細書に組み込まれてその一部
を構成する。図面は記載と共に本発明の実施形態を例示して、本発明の原理を説明するよ
うに機能する。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明に従った例示的な半導体レーザパッケージの概略図である。
【図２】例示的な半導体レーザパッケージの概略斜視図である。
【図３】レーザビームの経路を示す例示的な半導体レーザパッケージの概略斜視図である
。
【図４】プリント回路基板上にサイドルッカー又はトップルッカーとして実装された例示
的な半導体レーザパッケージを示す。
【図５】本出願に記載する半導体レーザパッケージを製造するための例示的なマトリック
ス組立プロセスのフローチャートである。
【図６Ａ】例示的なマトリックス組立プロセスの異なる段階中の１枚の基板を示す。
【図６Ｂ】例示的なマトリックス組立プロセスの異なる段階中の１枚の基板を示す。
【図６Ｃ】例示的なマトリックス組立プロセスの異なる段階中の１枚の基板を示す。
【図６Ｄ】例示的なマトリックス組立プロセスの異なる段階中の１枚の基板を示す。
【図６Ｅ】例示的なマトリックス組立プロセスの異なる段階中の１枚の基板を示す。
【図６Ｆ】例示的なマトリックス組立プロセスの異なる段階中の１枚の基板を示す。
【図６Ｇ】図５の例示的なマトリックス組立プロセスの製品である個別の光電子パッケー
ジを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　これより本発明の実施形態について詳細に参照する。添付図面にその例が図示されてい
る。可能な場合、図面及び記載において同一の参照番号を用いて同一又は同様の部分を示
す。
【００１６】
　半導体レーザパッケージを製造するための装置及び方法の例示的な実施形態を提示する
。レーザチップは、基板の縁部から引っ込んだくぼみ領域に隣接して実装される。レーザ
チップは、レーザチップ面がくぼみ領域を見下ろすような向きに配置される。複数の導電
バイアが、基板の上部導電層と下部導電層との間の電気的接続及び／又は熱導管（therma
l conduit）を与える。オーバーモールド光エポキシ材料が、基板の上面の少なくとも一
部、レーザチップ、及びくぼみ領域をカプセル化する。半導体レーザパッケージはプリン
ト回路基板上に実装されて、レーザビームがプリント回路基板に対して平行であるか又は
レーザビームがプリント回路基板に対して垂直であるようになっている。
【００１７】
　図１は、本発明に従った半導体レーザパッケージ１００の例示的な実施形態の断面図を
示す。半導体レーザパッケージ１００は、基板１０５、チップ１４５、及びカプセル化封
止１６５を含む。
【００１８】
　チップ１４５は、端面発光レーザ等を含むいずれかのレーザデバイスとすることができ
る。例えばチップ１４５は、ＩＶ族（シリコン）半導体及びＩＩＩ－Ｖ族半導体等のいず
れかの適切な材料で形成されたレーザチップとすることができる。レーザチップ１４５は
、エピタキシャルウェハ（ＥＰＩ）又はリーチスルー（reach-through）構造等のいずれ
かの構造を有することができる。
【００１９】
　半導体レーザパッケージ１００は、ＬＬＣとすることができる。リードレスキャリアは
、プリント回路基板に接触する平坦な金属パッドを用いる。パッケージの外部に延出する
ピンは存在せず、プリント回路基板上に直接実装することができる。積層チップキャリア
は、積層された多層の導電層及び誘電層を含む。一例において積層リードレスキャリアは
、以下で詳述するように、誘電層を間に挟んだ上部導電層及び下部導電層を含む。設計の
複雑さに応じて、積層チップキャリアは、多くの異なる導電層及び／又は誘電層を有する
場合がある。
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【００２０】
　半導体レーザパッケージ１００は、チップ１４５を支持するための基板１０５を含む。
基板１０５は、いずれかの薄膜セラミック基板、厚膜セラミック基板、及び異なる種類の
プリント回路基板（ＰＣＢ）とすることができるが、これに限られない。１つの好適な実
施形態において、半導体レーザパッケージ１００はリードフレームを含まない。基板１０
５は、誘電層１１０と、誘電層１１０の上及び下にそれぞれ設けられた上部導電層１１５
と下部導電層１３０と、上部及び下部導電層１１５及び１３０間の電気的接続及び／又は
熱導管を与える複数の導電バイア１３５と、を含むことができる。導電バイア１３５は、
トップルッカー又はサイドルッカーデバイス方位のいずれかで用いることができる（これ
ら２つの方位については以下で詳述する）。導電バイア１３５は、電気及び／又は熱伝達
のための導管として機能することができる。かかる熱伝達は、レーザチップによって発生
した熱を拡散させるために重要である。これがない場合はチップの性能及び信頼性が損な
われることがわかっている。
【００２１】
　上部導電層１１５は、基板１０５上にチップ１４５を取り付けるためのダイ取り付けパ
ッド１２０を含む。具体的には、接着層１４０を用いてチップ１４５を基板１０５の上の
ダイ取り付けパッド１２０に取り付けることができる。また、上部導電層１１５は、ワイ
ヤボンド１６０を取り付けるためのワイヤボンドパッド１２５を含む。ワイヤボンド１６
０は、チップ１４５と上部導電層１１５との間の電気的接続を与える。この実施形態では
単一のワイヤボンド１６０を用いるが、代替的な実施形態では適宜２つ以上のワイヤボン
ドを用いても差し支えない。各導電バイア１３５は、小さい丸い開口等、異なるスロット
形状の小さい開口とすることができる。
【００２２】
　図２に示すように、基板１０５はくぼみ領域１９０を有し、ここでは基板材料が除去さ
れて基板１０５の縁部に後退領域（pull-back area）を形成している。好ましくは、図２
に示すように、チップ１４５のレーザ発光縁部がくぼみ領域１９０に隣接するか又はほぼ
隣接するようにチップ１４５を実装する。くぼみ領域の縁部にチップ１４５を位置付ける
ことによって、光ビーム３１０（図３）は、基板１０５と交差することなくチップ１４５
から外側に向かって投射することができる。同様に、光ビームプロファイルを歪ませる可
能性のある基板反射なしで全ての光ビームをレーザチップ１４５の面から出力することが
できるように、くぼみ領域１９０が形成される。くぼみ領域１９０によって、光ビーム３
１０（図３）を基板１０５と交差させることなく、パッケージ１００の縁部から引っ込ん
だ位置にレーザチップ１４５を位置付けることができる。
【００２３】
　カプセル化封止１６５は、チップ１４５、ワイヤボンド１６０、くぼみ領域１９０、及
び基板１０５又は基板１０５の一部をカプセル化して保護するために設けられる。１つの
例示的な実施形態では、カプセル化封止１６５を用いて端面発光レーザチップをカプセル
化する。端面発光レーザチップは、典型的に高電圧で動作するので、カプセル化封止１６
５はイオン含有量が少なく耐湿性が高い成形材料とすることができる。カプセル化封止は
、例えば光エポキシ材料とすることができる。いくつかの例示的な実施形態では、カプセ
ル化封止１６５は、ワイヤボンド１６０に高い応力を与えることなく、チップ１４５及び
ワイヤボンド１６０に保護を与える成形材料とすることができる。いくつかの例示的な実
施形態では、成形材料は光学的に透明として、特定の波長の光をフィルタリング又は減衰
しないようにすることができる。成形材料として例えばＡＰＴＥＫ６１００－１Ａ／Ｂを
使用可能である。ＡＰＴＥＫ６１００－１Ａ／Ｂは、２成分、無充填、無色透明、剛体系
であり、光電子パッケージにおけるＬＥＤチップのカプセル化用に設計されている。これ
は環境的な保護を提供し、鋳造されるとデバイスのレンズ部として機能して、優れた透明
度及び光透過率を示すことができる。
【００２４】
　図１に示すカプセル化封止１６５は、基板１０５の上面の一部のみを覆うが、カプセル



(8) JP 2015-510277 A 2015.4.2

10

20

30

40

50

化封止１６５は、最終用途による必要に応じて基板１０５の上面全体を覆うことも可能で
ある。カプセル化封止１６５の側面１８０は、垂直であるか、傾斜するか、又はカプセル
化封止の異なる部分において異なる角度で傾斜することができる。カプセル化封止１６５
の上面１７０（光界面）は、平坦面として、又は円筒形、球形、非球形、ドーム形、環状
レンズ等として成形することができる。
【００２５】
　カプセル化封止１６５内にレーザチップ１４５の縁部を収容する利点は、例えば製造後
の部品の組み立て又は処理中及びＰＣＢ上での組み立ての前に、レーザチップ１４５のア
クティブエリア又は面１４７を保護することである。くぼみ領域１９０が存在しない基板
１０５の縁部にチップ１４５が実装された場合、レーザチップ１４５の面１４７はカプセ
ル化封止１６５によって保護されない。
【００２６】
　図３は半導体レーザパッケージ１００の簡略化した図であり、半導体レーザパッケージ
１００内のチップ１４５からのレーザビーム３１０の投射を示す。ビーム３１０は、投射
された方向に発散角で急速に広がる。くぼみ１９０が存在しない場合、及びくぼみ１９０
が位置する領域に基板材料が充填されている場合は、ビーム３１０は基板１０５と交差す
る。かかる交差はいくつかの理由で問題となる。第１に、この交差はビーム３１０の経路
を遮って、送信されるはずであったエネルギの一部を吸収する。第２に、基板１０５はビ
ーム３１０から吸収されたエネルギによって加熱される。第３に、この交差領域はビーム
の一部を反射して望ましくない結果を生じる恐れがある。
【００２７】
　くぼみ領域１９０のサイズは、チップ１４５がくぼみ領域１９０に隣接して又はほぼ隣
接して位置付けられるようなものにすることができる。くぼみ領域１９０は、最終用途に
より必要に応じて様々な幅及び奥行きを有することができる。例えばビームが広く拡散す
る用途では、ビームがもっと狭く拡散する用途よりも奥行きの深いくぼみ領域１９０を有
することができる。この実施形態におけるくぼみ領域１９０は矩形として図示するが、く
ぼみ領域１９０は、例えば半円形、扇形、又は他の形状のような他の形状であっても差し
支えない。図３に示すように、くぼみ領域１９０は基板１０５の上面と交差し、基板１０
５の底面と交差するまでは延出しない場合がある。しかしながら、くぼみ領域１９０が基
板１０５の底面まで延出する半導体レーザパッケージ１００の実施形態であっても差し支
えない。
【００２８】
　図４に示すように、半導体レーザパッケージ１００はサイドルッカー４１０又はトップ
ルッカー４２０としてプリント回路基板上に実装することができる。一般に、この向きは
、プリント回路基板表面に対するレーザチップのアクティブエリアからの光の方向又は放
出に基づいて選択することができる。例えばレーザのアクティブエリアからの放出がプリ
ント回路基板に垂直である場合、トップルッカーの向き４２０を用いることができる。こ
の構成においては、レーザチップのアクティブエリアはプリント回路基板に対して垂直で
ある。これに対して、光がプリント回路基板に平行である場合、サイドルッカー構成４１
０を用いることができる。この構成では、光電子チップのアクティブエリアはプリント回
路基板に平行である。
【００２９】
　図２に示す例示的な実施形態は単一のチップ１４５及び単一のくぼみ領域１９０を有す
るが、代替的な実施形態において２つ以上のチップ１４５を有することも差し支えない。
２つ以上のチップ１４５は、例えば平行ビームを投射するように位置合わせし、単一のく
ぼみ領域１９０を共有することができる。又は、基板１０５の単一の縁部に沿って多数の
くぼみ領域１９０を形成することも可能である。同様に、半導体レーザパッケージ１００
は、基板１０５の２つ以上の縁部に沿ってくぼみ領域１９０を有して、異なる方向に向け
られたビーム３１０を投射する多数のチップ１４５を収容することができる。いくつかの
実施形態においては、２つ以上のレーザチップ、ワイヤボンド、又はタイボンドパッドを
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単一の半導体レーザパッケージに配置可能であることは認められよう。
【００３０】
熱に関する検討事項
　基板設計では、多種多様な熱伝導性材料が考えられる。更に、バイア１３５は、レーザ
チップ１４５が発生した熱を表面実装パッケージの縁部に伝達する熱導管を与え、熱はそ
の縁部で、当業者に周知の方法によって半導体レーザパッケージから拡散させることがで
きる。例えば銅から成るバイア１３５は、レーザチップから最終ＰＣＡまでの熱インピー
ダンスを低下させるような熱伝導特性を有することができる。
【００３１】
　実装基板は、例えば２５℃のような閾値温度未満に確実に維持することが有利である場
合がある。温度を閾値温度未満に維持することは、例えばチップ１４５を基板１０５に取
り付ける導電性接着剤の熱特性によって支援することができる。導電性接着剤１４０は例
えば導電性エポキシ又ははんだとすることができる。
【００３２】
方法
　図５は、本出願において記載する半導体レーザパッケージを製造するためのマトリック
ス組立プロセス５００の例示的な実施形態のフローチャートである。フローチャートにお
けるいかなるプロセス記述又はブロックも、プロセスにおける具体的な論理機能を実施す
るための１つ以上の命令を含むコードのモジュール、セグメント、一部、又はステップを
表すものとして理解されることに留意すべきである。本発明の範囲内に含まれる代替的な
実施では、関与する機能性に応じて、機能の実行は、実質的に同時又は逆の順序を含めて
、図示又は記載する順序通りでなくても可能である。これは当業者には理解されよう。
【００３３】
　マトリックス組立プロセスは、低コスト、大量、小型、及びＳＭＴコンパチブルの製品
を求める市場の需要に応えるように設計される。ブロック５１０で示すように、基板内に
くぼみ領域を形成することを含めて、当技術分野において既知の方法によって基板を準備
する。例えばウェットエッチング又はドライエッチングで基板をエッチングすることによ
って、レーザアブレーションによって、又は当業者に周知の他の方法によって、くぼみ領
域を形成することができる。基板は、限定ではないが、薄膜セラミック基板、厚膜セラミ
ック基板、及びいずれかの種類のプリント回路基板とすることができる。基板材料は、例
えば耐熱範囲が約１０Ｗ／℃／ｍから１００Ｗ／℃／ｍである適切な熱特性を有しなけれ
ばならない。ブロック５２０で示すように、ダイ取り付けエポキシを塗布する。エポキシ
接着剤を、分注、スタンピング、又は印刷手法によって塗布することができる。ダイ取り
付けエポキシの代わりに、例えばはんだのような他の導電性及び熱伝導性媒体を使用可能
であることに留意すべきである。
【００３４】
　ブロック５３０で示すように、手作業で又は半自動もしくは自動ダイ取り付けマシンを
用いて、基板にレーザチップを実装する。ブロック５４０で示すように、手作業で又は半
自動もしくは自動ダイ取り付けマシンを用いて、基板にワイヤボンドを加える。用途に応
じて、ワイヤボンドは、アルミナ又は金等の異なる材料、直径が０．７ミル及び１ミル等
の異なるサイズ、又はボール－ウェッジ及びウェッジ－ウェッジ等の異なる構成を用いる
場合がある。ブロック５５０で示すように、成形によってカプセル化封止として基板に成
形材料を加える。成形材料は液体として流した後に硬化させることができる。硬化の温度
及び時間は成形材料に応じて異なり、その情報は典型的に材料データシートから得ること
ができる。ブロック５６０で示すように、基板を個別の半導体レーザパッケージにダイシ
ングする。ダイシングは例えば、のこ刃又はレーザビームによって実行することができる
。
【００３５】
　図６Ａから図６Ｆは、上述の例示的なマトリックス組立プロセス５００の異なる段階中
の１枚の基板を示し、図６Ｇは例示的なマトリックス組立プロセスから得られた個別の半
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の基板を示す。しかしながら、基板の残りを準備する前又は後にくぼみ領域を形成しても
差し支えない。図６Ｂは、ダイ取り付けエポキシを塗布した後の組立品を示す。図６Ｃは
、基板上にレーザチップを実装した後の組立品を示す。図６Ｄは、基板にワイヤボンドを
加えた後の組立品を示す。図６Ｅは、基板に成形材料をカプセル化封止として加えた後の
組立品を示す。図６Ｆは、個別の半導体レーザパッケージにダイシングした後の組立品を
示す。１つの組立品は、２つ以上の材料が一体化されたものであり、１つのパッケージ又
は複数のパッケージのアレイとすることができる。
【００３６】
　プロセス５００の前に、組立プロセスの一部として実行されるいずれかの数のプロセス
があり得ることは認められよう。例えば１つの前プロセスにおいて、基板に、チップを載
せる空洞及び／又は浮き出しを加工することができる。また、組立プロセスの一部として
プロセス５００の後にいずれかの数のプロセスを実行することも可能である。例えば１つ
の後プロセスにおいて、ダイシングしたデバイスをマトリックス形態で又は個別に試験す
ることができる。
【００３７】
　プロセス５００が追加のステップ及び／又はサブステップを含み得ることは認められよ
う。例えば、図６Ｆに示すようにダイシングを開始した後であるがダイシングを完了する
前に、ＬＬＣから光が発するカプセル化封止材の前面の研磨を行うことができる。例えば
、多数のくぼみ領域の前面が複数の行又は帯に配置されている場合に研磨を実行可能であ
るので、１つの帯の多数のくぼみ領域を覆っているカプセル化封止材を最終ダイシング前
に同時に研磨することができる。これは、最終ダイシング後に各くぼみ領域上のカプセル
化封止材を個別に研磨するよりも効率的であり得る。
【００３８】
　まとめると、半導体レーザパッケージを製造するための装置及び方法のための例示的な
実施形態を提示した。ＬＬＣ　ＳＭＤ半導体レーザは、光コンポーネントの実装面積が小
さく、機械的位置合わせが良好で、コンポーネントアレイ組立プロセスを通してコストが
低く、レーザ光軸の向きにおいて柔軟性が高い。本発明の範囲又は精神から逸脱すること
なく、本発明の構造に様々な変更及び変形を実施可能であることは当業者には明らかであ
ろう。前述のことに鑑み、本発明は、本発明の変更及び変形が以下の特許請求の範囲及び
それらの均等物の範囲内に該当するならば、それらを包含することが意図される。
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